
К249КН1А, К249КН1Б, К249КН1В, 
К249КН1Г, К249КН1Д, К249КН1Е

Микросхемы полупроводниковые оптоэлектронные, состо

ящие из оптопар и управляемых ими транзисторных преры

вателей. Предназначены для использования в качестве опто

электронных коммута-
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Тил прибора
Число

оптопар

Число

микросхем

Действую-

щийОК

Выводы

Вход Выход

К249КН1А 4 2 »,и 8. 10; 12, 14 7, 5; 3, 1

К249КН16 2 1 1 В, 10 7 .5

К249КН1В 2 1 II 12, 14 3, 1

К249КН1Г 4 2 1. и 8, 10; 12, 14 7, 5; 3, 1

К249КН1Д 2 1 1 8, 10 7 ,5

К249КН1Е 2 1 II 12, 14 3, 1
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Э л е к т р и ч е с к и е  п а р а м е т р ы

В х о д н о е  н а п р я ж е н и е  п р и  4х  = 20 м А , н е  б о л е е :

Г  = +25 X ........................................................  3,5 В

Г  = +70 °С :

К 249К Н 1 А , К 249К Н 1 Б , К 249 К Н 1 В .......  3,5 В

К 249К Н 1 Г , К 249К Н 1Д , К 249 К Н 1 Е ........  3,6 В

Г = - 60 X ........................................................  4 В

В ы х о д н о е  о с т а т о ч н о е  н а п р я ж е н и е  

п р и  /в х  = 20 м А , н е  б о л е е :

Г  = +25 X ........................................................  200 м к В

Г  = +70 * С ........................................................  350 м к В

Г  = - 6 0  X :

К 249К Н 1 А , К 249К Н 1 Б , К 249 К Н 1 В .......  700 м к В

К 249К Н 1 Г , К 249К Н 1Д , К 249 К Н 1 Е ........  750 м к В

Т о к  у т е ч к и  м е ж д у  э м и т т е р о м  п р и  4х  = 0»

6/к о м  = 30 В , н е  б о л е е :

Г =  +25 °С :

К 249К Н 1 А , К 249К Н 1 Б , К 249 К Н 1 В .......  50 н А

К 249К Н 1 Г , К 249К Н 1 Д , К 249 К Н 1 Е ........  100 н А

Г  *  +70 и  —60 X ............................................  200 н А

В р е м я  з а д е р ж к и  в к л ю ч е н и я , н е  б о л е е ..............  10 м к с

В р е м я  з а д е р ж к и  в ы к л ю ч е н и я , н е  б о л е е ..........  10 м к с

С о п р о т и в л е н и е  в ы х о д н о е  в  о т к р ы т о м  с о с т о я 

н и и :

К 249К Н 1 А , К 249К Н 1 Б , К 249К Н 1 В  п р и  

4х  = 20 м А , /к о м  = 0,5 м А , н е  б о л е е :

Г  *  +25 X .................................................. 200 О м

Г  = +70  X .................................................. 300 О м

Г = - 60 X .................................................. 400 О м

К 249К Н 1Г , К 249К Н 1Д , К 249К Н 1Е  п р и  

/в х  = 20 м А , /к о м  = 0,1 м А , н е  б о л е е :

Г = + 2 5 Х . . - .............................................  200 О м

Г  = +70 X .................................................. 300 О м

Г = - 6 0 Х .................................................. 400 О м

С о п р о т и в л е н и е  и з о л я ц и и  п р и  (/ю  = 100 В ,

н е  м е н е е .................................................................... 109 О м

П р о х о д н а я  е м к о с т ь , н е  б о л е е ............................  5 п Ф

П р е д е л ь н ы е  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  д а н н ы е

К о м м у т и р у е м о е  н а п р я ж е н и е ................................ 30 В

В х о д н о е  о б р а т н о е  н а п р я ж е н и е ..........................  3,5 В

Н а п р я ж е н и е  и з о л я ц и и ....... ...................................  100 В

К о м м у т и р у е м ы й  т о к  п р и  * * - + 2 5  X .................  500 м к А
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Входной ток1 при Г  = —60...+35 °С ..................... 30 мА

Входной импульсный ток при 7И ® 100 м кс......  100 мА

Температура окружающей среды........................  —60...+70 *С

1 В диапазоне температуры +35...+70 *С значение 4* МАКС определяется по 

формуле

4х  м а к с  8 40 ** 2 Г /7 , мА.

О о т к р  /У о т г о н А ). Р о т к р /Р о т к р а о *л )

0 Ю  20 / ю , м А

Зависимости напряжения и сопро- Зависимость тока утечки между 
тивления в открытом состоянии от эмиттерами от температуры

входного тока

1а к л  1в ы к л  А в и л о ю . 1в ы к т о и
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V ,
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Зависимость времени включения 

и времени выключения от темпе
ратуры

Зона возможных положений зави
симости выходного сопротивления 

в открытом состоянии от входного 

тока
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